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Moddalar tarkibiga Selen qo‘shilganda legirlashga yaroqli asos 0,5% og‘irlik
hisobidan qo‘shimcha qo‘shilganda uning qiymati: o =6030m"'cn™,a =198mke/ 2pao
hosil bo‘lishi va oltingugurt qo‘shilganda legirlashga yaroqli asos 0,22% og‘irlik
hisobidan, qo‘shimcha kiritilganda uning qiymati: o =5650m"cn™,a =193 mké/ 2pad
xosil bo‘lganligini ko’rish mumkin. Tajribada olingan natijalarni taqqoslab shuni
aytish mumkinki, Mendeleyev davriy sistemasidagi xal’kogenidlarning tartib
nomerini ortishi bilan ularning aktivlik darajasi kamayib borishi aniglandi.

Moddalarning erish vaqtidagi uchib chiqib ketishi, tarkibga Tellur qo‘shimcha
qo‘shilganida, modda miqgdorlari kamayishi yuqori, bo‘lganligi sababi Tellur 451°S
eriydi temperatura 300°S dan ortganda u sublimasiyalanadi. Shu sababli tarkibga
tellur qo‘shilgandagida moddaning uchib chiqishi yugoriroq bo‘ladi.
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Annotatsiya: Maqgolada termoelektr modullar ular uchun ishlab chiqarishda

issiqlik almashtirgichlar bilan maxsus alyuminiy va mis kontaktlarida issiqlik
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o‘tkazuvchanlik koeffitsientlarining haqida so‘z boradi. Alyuminiy nitridli issiqlik
almashtirgichlar va ushbu texnologiyaning afzalligi yoritib berilgan.

Kalit so’zlar: termoelektrik, interfeys, additiv, konsentratsiya, elektr
izolyato‘ri.

Hozirgacha termoelektrik modullar bozori deyarli har qanday issiqlik
almashtirgichga turli yo‘llar bilan o‘rnatilishi mumkin bo‘lgan "universal" modullar
uchun mavjud edi. Bugungi kunda termoelektrik modullarning bozor ulushi, ular
uchun ishlab chiqariladi allagachon o‘rnatilgan issiqlik almashtirgichlar bilan maxsus
magsadlar.

Bunday ikkita texnologiya eng istigbolli ko‘rinadi. Elektr izolyatsiyasi bilan
maxsus alyuminiy issiqlik almashinuvchilari kontaktlar qoplangan issiglik
almashtirgichga o‘rnatiladi. Bu erda asosiy kamchilik alyuminiy va mis kontaktlarida
issiqlik o‘tkazuvchanlik koeffitsientlarining farqidir. Ushbu texnologiya, ehtimol,
juda iqtisodiy bo‘lsa-da, ishonchlilik nuqtai nazaridan tasdiqlanishi kerak.

Alyuminiy nitridli issiglik almashtirgichlar

Ushbu texnologiyaning afzalligi shundaki, alyuminiy nitridi mukammal issiqlik
o‘tkazuvchanligi va mukammal elektr izolyato‘ri bo‘lib, chunki u yuqori mexanik
kuchga ega. Demak, ushbu texnologiyadan foydalanib, termoelektrik modulning
interfeysini sezilarli darajada soddalashtirish mumkin.

Zommerfeld modeliga asoslagan metall qatlamlar elektr o‘tkazuvchanligi

nazariyasi o‘tkazuvchanlik uchun ushbu ifodadan foydaniladi:

ngE21

g=—" (1)

Mglp
bu yerda n. - elektronlar konsentratsiyasi, e - elektron zaryadi, m. - elektronning
samarali massasi, vr - Fermi energiyasiga mos keluvchi electron tezligi, [/ -
elektronning o‘tkazuvchi zonasidagi erkin yo‘l uzunligi. Elektronlar konsentratsiyasi

bizga ma’lum bo‘lgan tenglamadan topiladi:

n =2 (Zete)’ @

2 mn
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Elektr garshilik, kvant nazariyasiga ko‘ra, elektronning kristall panjaradan
sochilishi oqibatida vujudga keladi, deb qaraladi. Ideal (hech bir nugsonlarsiz) kristall
panjarada elektronlar to‘lqini so‘nmasdir. Kristall panjarani tashkil etuvchi
atomlar uzluksiz tebranma harakatda bo‘lganligi uchun ham, real sharoitda
mukammal kristall panjaralar yo‘q deyish mumkin. Elektr o‘tkazuvchanlik kattaligini
kvant mexanikasi yordamida hisoblash ko‘pincha (1) tenglamaga olib
keladi. (1) tenglamadan ko‘rinib turibdiki, qatlamning qarshiligi elektronlarning erkin
yugurish yo‘li uzunligi bilan aniqlanar ekan. Elektronlarning kristall panjaradan
sochilishi ikki omil: elektron-fonon o‘zaro ta’sir va kristall panjara nugsonlari bilan
bo‘ladigan o‘zaro ta’sir orqali aniqlanadi. Yarim termoelement gatlamlar uchun
ikkinchi tur sochilishni alohida-alohida ko‘rib chiqish mumkin. Matissen quyidagi
uch jarayon additiv ekanligini aniqladi:

Pyu=Pn+Ps+P, 3)
bu yerda P, - qatlamning to‘liq solishtira qarshiligi, P, - qatlam olinayotgan
materialning solishtirma qarshiligi, P - elektronlarning sirtdan sochilishi tufayli
yuzaga keladigan solishtirma qarshilik, P, - elektronlarning panjara nugsonlaridan
sochilishi natijasida hosil bo‘ladigan solishtirma garshilik.

Matissen qoidasi o‘tkazuvchan zonadagi elektronlarning panjarada sochilishi
gatlam qarshiliga asosiy ulush qo‘shgandagina bajariladi. Qatlamlarda ko‘pincha (3)
tenglamada P, qo‘shiluvchi hal qiluvchi ahamiyatga ega. P, ning hissasi esa gqatlam
o‘sishining turli bosqichlarida va qatlam eskirishi natijasida o‘zgaradi.

Qatlam garshiligining issiqlikdan o‘zgarish koeffisiyenti:

g -t .%Pgar 1 dogar (4)
@t par  dT ogar 4T
ni yozamiz
ant'ant =Jm'Pm+Js'ps (5)

Amorf qatlamlarda esa, panjara davriyligi uzoq tartiblarining buzilishi zaryad
tashuvchilarning potensial energiyasi koordinataning davriy bo‘lmagan funksiyasiga
aylanishiga olib keladi. Bizga ma’lumki, amorf holat termodinamik nuqtai nazardan

muvozanatlanmagan bo‘ladi. Biroq ko‘p hollarda ularning muvozanat holatga o‘tish
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vaqti bir necha yillarni tashkil gilishi mumkin, bu esa amorf strukturalarining amalda
qo‘llanilishiga imkon yaratadi. Ammo ko‘p metallarda panjara davriyligi uzoq
tartibining buzilishi e’tiborga olinmasa ham bo‘ladi, ya’ni bunday buzilishda zaryad
tashuvchi o‘rtacha energiyasining o‘zgarishi shu energiyaning qiymatidan ancha kam

bo‘ladi. Bu holda Matissen qoidasiga p, bunday buzilishni e’tiborga oladi.
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Annotatsiya: Bir jinsli bo‘lmagan yupga yarimo‘tkazgich pardalaridan turli xil

qurilmalar yaratishda foydalaniladi. Mazkur maqolada Bir jinsli bo‘lmagan yupqa

yarimo‘tkazgich pardalarini olish texnikasi hamda bu ish ustida olib borilgan
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